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SAMMENDRAG

6028-85

Fremgangsmdde til fremstilling af et tyndt enkeltkry-

stallag af sglvthiogallat med hgj renhed.

Ifglge frem-

gangsmadens foretrukne realisation dypper man et under-

lag bestdende af en podekrystal af sglvthiogallat i en

smeltet oplgsning af sglvthiogallat i kaliumchlorid. Nar

man langsomt afkgler oplgsningen, dannes et tyndt lag af
enkeltkrystalsglvthiogallat p2 underlaget. Nar det fjer-
nes, hafter meget lidt kaliumchlorid til overfladen, og

hvad der hafter ved, kXan let fjernes ved vask af over-

fladen med varmt vand.
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